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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Leistungshalbleitermoduls.

[0002] Bei der Lötung von Leistungshalbleitermodu-
len ergibt sich das Problem, dass durch Temperatur-
wechsel Lötstellen verspröden und reißen.

[0003] Bisher wird versucht, dem Problem durch 
eine Erhöhung der Lötschichtdicke entgegenzuwir-
ken; je höher Lötschichtdicke ist, um so größer ist der 
Bereich, in dem das im wesentlichen elastische Lot 
Ausdehnungsunterschiede ausgleichen kann, die 
durch unterschiedliche Temperaturausdehnungsko-
effizienten der Verbindungspartner begründet sind.

Stand der Technik

[0004] EP 10 39 536 A2 zeigt Aufbringungsstellen 
von jeweils vier Klebepunkten aus Epoxyd an /Mon-
tagestellen für drei integrierte Leistungsbauelemen-
te. Ein einzelnes IPD wird dabei mit vier Klebepunk-
ten montiert. Dies erfolgt durch auflegen einer 
Lot-Preform, Dispensen der Klebepunkte, Platzieren 
des IPD, Ausheilen des Epoxyds und Heizen des Re-
flow des Lotes. EP 07 12 153 A2 zeigt ein Leitungs-
halbleiterbauelement mit ringförmigem Klebstoff-
kranz um ein Lot auf einem Substrat. Die US 59 23 
956 montiert einen Chip durch Aufschmelzen von Lot 
und nachfolgender Anordnung von Klebeppunkten 
an den Rand des Chips, wobei der Chip während des 
Aufschmelzens des Lotes gehalten werden muss 
und der Klebstoff erst in nachfolgenden Hochtempe-
raturschritten dieses Halten übernimmt. Die EP 07 89 
397 A2 stellt ein Substrat für ein Leistungshalbleiter-
modul durch Verbinden eines Substrates mit Leiter-
schichten her, wobei ein Verbindungselement wie Sil-
berlot verwendet wird und wobei an den Randstellen 
der Verbindung ein Harz aufgebracht wird, um das 
Substrat bruchunempfindlicher zu machen. Die JP 
07-254781 nutzt aushärtbaren Kleber, um einen Chip 
mittels Lotplättchen auf die Landstücke der Leiter-
platte zu montieren. Die US 63 33 209 B1 montiert 
ebenfalls einen BGA Chip und lehrt das simultane 
Ausheilen von Kapselung, Unterfüllung und Reflow, 
wozu moderner und schnell aushärtender Klebstoff 
dienen soll. Die US 63 83 843 B1 verwendet wieder 
entfernbare Spacer, um einen Chip auf einem Leiter-
rahmen mittels Epoxy zu haltern, wobei durch die 
wieder entfernbaren Spacer entstehenden Freiräume 
Eingriffsteilen für die nachfolgend aufgebrachte Kap-
selung entstehen. Die US 62 14 650 B1 verwendet 
eine als „Tubing" bezeichnete Dichtung, die zwischen 
Chip und Board eingebracht wird, um bei einem BGA 
Chip das Eindringen von Kapselmaterial zu verhin-
dern.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die hochbelasteten Stellen eines Lötschichtverbin-
dungsaufbaus, die Ecken und Kanten einer Lötver-
bindung genauer in der Dicke zu definieren, die Ver-
bindung in der Lebensdauer daher zu verbessern 
und gegen vorzeitigen Ausfall sicherer zu gestalten.

[0006] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merk-
male des Hauptanspruches gelöst. Durch Aufdrü-
cken eines DCB auf die Preform und Fixieren dieses 
„zweiten Verbindungspartners" auf dem „ersten Ver-
bindungspartner", einer Bodenplatte oder derglei-
chen wird sichergestellt, daß die definierte Anfangs-
stellung eingehalten bleibt.

[0007] Weiter können Verformungen, beispielswei-
se der Bodenplatte antizipiert werden und entspre-
chend durch höhere Lötschichtdicken und entspre-
chend vor Auftrag weiterer abstandhaltender Schich-
ten ausgeglichen werden. Auf diese Weise lassen 
sich neben zukünftigen Substratverformungen auch 
bereits bestehende Substratverformungen, beispiels-
weise durch gebogene Substrate oder nicht glatte 
Strukturen an der Oberseite ausgleichen.

Ausführungsbeispiel

[0008] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus nachfolgender Beschreibung eines 
bevorzugten Ausführungsbeispiels.

[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Her-
stellen eines Leistungshalbleitermoduls beruht auf 
den Schritten Auflegen eines zweiten Verbindungs-
partners auf den ersten Verbindungspartner unter 
Zwischenlegen bevorzugt eines Lotpreforms (bei be-
stimmten Geometrien unter zusätzlichem Anpress-
druck), wodurch die Dicke des Lotpreforms die ge-
wünschte Dicke der Lötverbindung definiert, Anord-
nung von drei oder mehr Fixierungsbrücken aus er-
starrendem Material zwischen erstem und zweiten 
Verbindungspartner, Aushärten der Fixierungsbrü-
cken, Aufschmelzen des Preforms unter Belassung 
der Geometrie der Fixierungsbrücken zur Erstellung 
einer Lötverbindung exakt definierter Dicke.

[0010] Statt eines Preforms, einer flachen Lotmas-
sescheibe vorbestimmter Geometrie kann die Lot-
masse auch anders zwischen die Verbindungspart-
ner gelagert werden. So ist es beispielsweise mög-
lich, durch Kaltgasspritzen oder sogar durch einen 
rein mechanischen Auftrag einer Lotpaste geeignete 
Mengen Lotmasse aufzuschichten.

[0011] Auf die Lotmasse wird dann definiert, bevor-
zugt mit vorbestimmten Anpressdruck der zweite 
Verbindungspartner aufgesetzt und dessen Position 
durch Fixierungsbrücken auch für den Fall festgelegt, 
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das die Lotmaß ihn nicht mehr trägt, da sie aufge-
schmolzen ist. Sofern keine anderen fixierenden Ein-
richtungen vorhanden sind, sind drei Fixierungsbrü-
cken vorzusehen.

[0012] Dabei kann schnellhärtendem nichtleitender 
Klebstoff zum Einsatz kommen, der kurzzeitig der 
Schmelztemperatur des z.B. im Preform vorhande-
nen Lots widerstehen kann oder es kann hoch-
schmelzendem Lot verwendet werden, wobei darauf 
zu achten ist, während der Anordnung der Fixie-
rungsbrücken das Preform nicht aufgeschmolzen 
wird.

[0013] Ein erfindungsgemäßes Leistungshalbleiter-
moduls mit einer Lötverbindung aus geschmolzenem 
Lot, besitzt dann im fertigen Zustand drei oder mehr 
Fixierungsbrücken aus erstarrendem Material, die 
zwischen erstem und zweiten Verbindungspartner 
verlaufen, und der Lotmasse ist noch anzusehen, 
daß sie nach dem Aushärten der Fixierungsbrücken 
zwischen den Verbindungspartnern aufgeschmolzen 
wurde.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Leistungs-
halbleitermoduls, gekennzeichnet durch die Reihen-
folge der folgenden Schritte:  
– Auflegen eines zweiten Verbindungspartners auf ei-
nen ersten Verbindungspartner nach Zwischenlegen 
einer Lotschicht definierter Dicke, wobei die Dicke 
der Lotschicht der gewünschten Dicke der Lötverbin-
dung entspricht,  
– Anordnen von drei oder mehr Fixierungsbrücken 
aus erstarrendem Material zwischen dem erstem und 
dem zweiten Verbindungspartner,  
– Aushärten der Fixierungsbrücken,  
– Aufschmelzen des Lotschicht unter Belassen der 
Geometrie der Fixierungsbrücken zur Erstellung ei-
ner Lötverbindung exakt definierter Dicke.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lotschicht in Form eines Preforms 
aufgelegt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Fixierungsbrücken aus schnell här-
tendem nicht leitendem Klebstoff bestehen.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fixierungsbrücken aus hoch 
schmelzendem Lot bestehen, und während des An-
ordnens der Fixierungsbrücken das Preform nicht 
aufgeschmolzen wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim Aufle-
gen des zweiten Verbindungspartners und Anordnen 
der Fixierungsbrücken der zweite Verbindungspart-

ner einem Anpressdruck ausgesetzt wird.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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